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В работе проведено исследование влияния режимов термического и инжекционного отжига радиационно-индуцированного заряда в структурах металл-оксид-полупроводник (МОП) структур. Для создания радиационно-индуцированного заряда МОП-структуры облучались (-частицами, протонами и гамма-излучением /1/. В результате облучения формировался объемный положительный заряд в подзатворном диэлектрике структур и заряд на поверхностных ловушках на границе раздела полупроводник- диэлектрик. Радиационно-индуцированный заряд, как правило, является основным фактором деградации МОП приборов, а также основной информационной величиной в МОП сенсорах радиационных излучений /1/.
Показано, что после формирования радиационно-индуцированного заряда большая его часть может быть стерта путем проведения термического отжига образцов и/или сильнополевой инжекцией электронов в подзатворный диэлектрик. При сильнополевой инжекции электронов часть электронов взаимодействует с радиационно-индуцированным положительным зарядом приводя к его аннигиляции, однако при этом может увеличиваться заряд на поверхностных ловушках. Предложена модель, описывающая процесс отжига радиационно-индуцированного положительного заряда.  
Благодарности: Отдельные результаты работы получены в рамках Госзадания FSFN-2024-0086.
1. Andreev D.V., Bondarenko G.G., Andreev V.V., Stolyarov A.A. // Sensors. 2020. V.20. Is.8. P.2382(1-11).

